Синтез протяженных наноструктур CdSe/CdS 
с атомно прецизионным заданием толщины.
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Двумерные полупроводниковые наночастицы, выращенные коллоидными методами, привлекают к себе все больший интерес, благодаря квантово-размерным эффектам в их электронных свойствах, которые идентичны для эпитаксиальных квантовым ям. Для данных наночастиц характерно обладание чрезвычайно узкими полосами поглощения и люминесценции. Среди возможных сфер применения можно выделить солнечные элементы, катализ, оптоэлектронику и т.п. 
Ранее нами были получены атомно-тонкие (с толщиной порядка 0.6 нм) коллоидные двумерные наноструктуры на основе селенида кадмия с выраженными экситонными переходами при комнатной температуре [1]. Мы обнаружили эффект спонтанного сворачивания данных двумерных листов и проанализировали его влияние на кристаллическую структуру и оптические свойства [2]. Однако однофазные наночастицы обладают плохой фотостабильностью, в связи с чем настоящая работа была посвящена формированию гетероструктур, включающих эпитаксиальную оболочку сульфида кадмия, что позволяет гибко изменять электронные и оптические свойства получаемых наночастиц, одновременно увеличив их стабильность. Целью работы являлась разработка синтетического метода осаждения эпитаксиальной оболочки с прецизионно заданной толщиной на двумерные протяженные нанолисты селенида кадмия и анализ влияния роста оболочки на кристаллическую структуру и оптические свойства полученных наноструктур.
Синтез квазидвумерных наночастиц CdSe был проведен коллоидным методом в системе октадецен – ацетат кадмия – олеиновая кислота при температурах роста 110-200°С. По данным просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) нанолисты имели толщину 0,6 нм (2 монослоя) и латеральные размеры до 1 мкм. Для модификации свойств на полученных образцах проводили рост оболочки CdS в несколько итераций (для увеличения жесткости структуры) методом коллоидного осаждения атомного слоя. Эпитаксиальный и равномерный рост оболочки был подтвержден методами рентгеновской (РФА) и электронной дифракции (ЭД). Морфология полученных наноструктур была проанализирована методом просвечивающей электронной микроскопии, что показало квадратные листы с четко фасетированными краями, согласующимися с кристаллической структурой тетрагонально-искаженной цинковой обманки. Анализ методами ПЭМВР в режимах светлого и темного поля (рис.1) показал достаточно совершенную кристаллическую структуру.
Таким образом в настоящей работе были поставлены и впервые достигнуты цели по разработке условий препаративного синтеза атомно-тонких наноструктур CdSe/CdS с прецизионно заданной толщиной и протяженными латеральными размерами и изучены структурные, морфологические и оптические свойства. 
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